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Ejercicio 2 (5.56)

El objetivo de este ejercicio es estudiar v ejercitar las ecuaciones del transistor
MOS en cirenitos sencillos. Los cirenitos mostrados en las Figuras 2.1, 2.2 v 2.3 ——
se caraclerizan por Vig = 0.8V, d = 0.bmA ;'1"2 yo=0.

{a) Calcule cudnto valen V7 v V5

(b) Muestre que el transistor de la Figura 2.3 siempre esta saturado y calcule
el valor de V.
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